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Priifungsantrag gem § 44 PatG ist gestellt 

@ Monolithisch integrierbares Peltier-Kuhlelement 

Auf mikromechanischem Wege hergestelltes monolithi- 
sches Bauelement insbesondere Halbleiter-Chip mit durch 
anisotropes Atzen hergestetlter diinner Membran. beste- 
hend aus Substratmaterial oder auf dem Substrat aufge- 
bracht. insbesondere in Form einer Folie, wobei sich uber 
der Membran ein Peltier- Element befindet, dessen kalte 
Seite auf einem inselartigen Bereich des Substrats liegt, 
wahrend die warme Seiie auf einem au&eren rahmenartigen 
Bereich des Substrats angeordnet ist. 
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eine komplette Kiihleinheit mit Temperatursensor und 
Regelelektronik zusammen mit der Laserdiode zu inte- 
grieren Laserdioden werden im allgemeinen aus Ver- 
bindungshalbteitern, wie z. B. GaAs oder InP aufgebaut. 

In Fig. 6 ist die optische Bank 1 aus Halbleiter-Sub- 
strat mit Halterung 28 fur Teile der Optik, wie Spiegel 
23 Linsen 24 ersichtlich. Dazu sind die Halteteile 28 so 
ausgebildet, daB diese aus je zwei Balken in Form der 
V-Graben 2' kreuzformig (ineinander) z. B. elektnsch, 
magnetisch, fiuidisch (mittels Oberdruck/Unterdruck) in 
der Leitung 29 verschiebbar und/oder versetzbar sind 
(vgl die Pfeile fur mdgliche Schiebebewegung in X-Y- 
Richtung). Die optischen Teile 23, 24, 25 sind kardanisch 
aufgehangt und sind von Aktuatoren 27 bewegbar, ins- 
besondere schwenkbar, drehbar, langs und/oder quer, 
sowie relativ zu anderen Komponenten.Teilen, Elemen- 
ten des Systems und der Basis V, auch auf andere Ni- 
veaus (Z-Richtung). Ein Photoelement 21 dient zur Lei- 
stungsregelung der Laserdiode 1" mit Hilfe des Halblei- 

terslO". , u 

Die Aktuatoren/Stellantriebe (elektrisch, magnetisch, 
fiuidisch) und/oder Justierhilfen und/oder Regelung fur 
Positionsanderungen einzelner Baueiemente/Bauteile 
wie Laserdiode l'VHalbleiter 10", IC,s u. a. und ihre 
Steuerung konnen vom Fachmann je nach Anwen- 
dungsfall der Erfindung ausgewahlt und daran angepaBt 
werden. Gleiches gilt fur die Kuhlung, Warmeabfuhr, 
Warmesenke, ohne auf die beschriebenen Ausfuhrun- 
gen beschrankt zu sein. 

Patentanspruche 
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1. Auf mikromechanischem Wege hergestelltes mo- 
nolithisches Bauelement insbesondere Halbleiter- 
Chip mit durch anisotropes Atzen hergestellter 35 
dunner Membran bestehend aus Substratmaterial 
oder auf dem Substrat aufgebracht, insbesondere in 
Form einer Folie. dadurch gekennzeichnet, daB 
sich uber der Membran ein Peltier-Element befin- 
det, dessen kalte Seite auf einem inselartigen Be- 40 
reich des Substrats liegt, wahrend die warme Seite 
auf einem auBeren rahmenartigen Bereich des Sub- 
strats angeordnet ist. 

2. Chip nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB sich Segmente von p- bzw. n-dotierten Halblei- 
tern vom auBeren Rahmen des Substrats bis zum 
inneren inselartigen Bereich des Substrats erstrek- 
ken und untereinander mit Metallbrucken verbun- 
den werden. 

3. Chip nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB als Substrat Ma- 
terialien die Halbleiter Silizium, Galliumarsenid, 
Germanium oder Indiumphosphid angewandt sind. 

4. Chip nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che. dadurch gekennzeichnet, daB die Membran aus 
einer dielektrischen Schicht wie z.B. Siliziumdioxid 
oder Siliziumnitrid, Siliziumkarbid, Diamant, Silizi- 
umkarbonitrid besteht oder aus einem der Sub- 
stratmaterialien nach Anspruch 3, insbesondere als 
Folie in einer Dicke von 0,1 — 5 uxn, und auf mikro- 
mechanischem Weg hergestellt wurde. 

5. Chip nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Membran mit 
dem Substrat anodisch verbunden ist. 

6. Chip nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB das Peltier-Ele- 
ment in abwechselnd zwischen Metallbrucken an- 
geordnete p- bzw. n-dotierte Bereich aufgeteilt ist 
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und diese in Dunnschichttechnik abgeschieden sind, 
insbesondere durch Niederdruck Abscheidung auf 
physikalischem oder chemischem Wege (LPCVD) 
oder Plasmaabscheidung (PECV D), wobei die Do- 
tierung insbesondere mit Hilfe der lonenimplanta- 
tion durchgefiihrt wird. 

7. Chip nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB ein Temperatur- 
MeBwiderstand. insbesondere ein PlatinmeBwider- 
stand ebenfalls in Dunnschichttechnik aufgebracht 
ist auf dem Inselbereich (Membran) im Zentrum 
des Chips. 

8. Verwendung eines Chips nach einem der vorher- 
gehenden Anspriiche fur Sensoren mit integriertem 
Kuhler. insbesondere Taupunktsensoren. 

9. Chip nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Peltier-Element 2-stufig einander umge- 
bend angeordnet ist 

10. Chip nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, gekennzeichnet durch die Verwendung fur in- 
tegrierte Schaltkreise die von einem Peltier-JCiihl- 
element kuhlbar sind. 

11. Chip nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, gekennzeichnet durch die Verwendung bei 
Halbleiterlaserdioden, die mit Hilfe eines Peltier- 
Elementes gekuhlt werden und sowohl einen Tem- 
peratursensor als auch eine Temperaturregelung 
aufweisen. 
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